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(57)【要約】
【課題】本発明は輝点修復後の液晶パネル及び輝点修復
方法を開示する。
【解決手段】該液晶パネルは、輝点修復後の画素構造を
少なくとも含むアレイ基板を含み、該画素構造は、第１
走査線の駆動においてそれぞれデータ信号を受信して同
じ電圧を有するように配置された主画素ユニット及び副
画素ユニットと、第２走査線の駆動において副画素ユニ
ットの電圧を変更し、主画素ユニットの電圧と差異を発
生させるように配置された電荷シェアユニットと、を含
み、前記副画素ユニットは輝点欠陥を有する画素ユニッ
トであり、黒点に修復された後の副画素ユニットにおい
て、薄膜トランジスタのドレイン電極とアンテナは切断
接続状態にあり、アンテナと副画素電極は切断接続状態
にあり、アンテナは主画素電極に電気的に接続され、副
画素電極は共通電極配線に電気的に接続され、前記電荷
シェアユニット及び主画素ユニットと副画素ユニットは
いずれも切断接続状態にある。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　輝点修復後の液晶パネルであって、
　該液晶パネルは、輝点修復後の画素構造を少なくとも含むアレイ基板を含み、該画素構
造は、
　データケーブルと、
　第１走査線及び第２走査線と、
　共通電極配線と、
　前記第１走査線の走査信号の駆動においてそれぞれデータケーブルにおけるデータ信号
を受信して同じ電圧を有するように配置された主画素ユニット及び副画素ユニットと、
　前記第２走査線の走査信号の駆動において前記副画素ユニットの電圧を変更し、前記主
画素ユニットの電圧と差異を発生させるように配置された電荷シェアユニットと、を含み
、
　前記主画素ユニットは少なくとも主画素電極を含み、前記副画素ユニットは少なくとも
副画素電極と第２薄膜トランジスタを含み、前記第２薄膜トランジスタのドレイン電極は
アンテナを介して前記副画素電極に接続され、前記アンテナは前記主画素電極を跨り、
　前記副画素ユニットは輝点欠陥を有するため、黒点に修復された画素ユニットであり、
黒点に修復された後の前記副画素ユニットにおいて、前記第２薄膜トランジスタのドレイ
ン電極と前記アンテナは切断接続状態にあり、前記アンテナと前記副画素電極は切断接続
状態にあり、前記アンテナは前記主画素電極に電気的に接続され、前記副画素電極は前記
共通電極配線に電気的に接続されされ、前記電荷シェアユニット及び前記主画素ユニット
と前記副画素ユニットはいずれも切断接続状態にある、
　ことを特徴とする輝点修復後の液晶パネル。
【請求項２】
　前記切断接続状態は切断の方式により２つの部材を互いに絶縁させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の輝点修復後の液晶パネル。
【請求項３】
　前記アンテナは第１修復線を介して前記主画素電極に電気的に接続され、前記副画素電
極は第２修復線を介して前記共通電極配線に電気的に接続されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の輝点修復後の液晶パネル。
【請求項４】
　前記主画素ユニットは、さらに、第１薄膜トランジスタを含み、該第１薄膜トランジス
タのゲート電極は前記第１走査線に電気的に接続され、ソース電極は前記データケーブル
に電気的に接続され、ドレイン電極は前記主画素電極に電気的に接続されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の輝点修復後の液晶パネル。
【請求項５】
　前記第２薄膜トランジスタのゲート電極は前記第１走査線に電気的に接続され、ソース
電極は前記データケーブルに電気的に接続されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の輝点修復後の液晶パネル。
【請求項６】
　前記電荷シェアユニットは第３薄膜トランジスタを含み、前記副画素ユニットを黒点に
修復した後、前記第３薄膜トランジスタのドレイン電極と前記副画素電極は切断接続状態
にあり、且つ前記第３薄膜トランジスタのソース電極及び前記主画素電極と前記共通電極
配線との間はいずれも切断接続状態にある、
　ことを特徴とする請求項１に記載の輝点修復後の液晶パネル。
【請求項７】
　液晶パネルの輝点修復方法であって、
　該液晶パネルは、輝点修復後の画素構造を少なくとも含むアレイ基板を含み、該画素構
造は、
　データケーブルと、
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　第１走査線及び第２走査線と、
　共通電極配線と、
　前記第１走査線の走査信号の駆動においてそれぞれデータケーブルにおけるデータ信号
を受信して同じ電圧を有するように配置された主画素ユニット及び副画素ユニットと、
　前記第２走査線の走査信号の駆動において前記副画素ユニットの電圧を変更し、前記主
画素ユニットの電圧と差異を発生させるように配置された電荷シェアユニットと、を含み
、
　前記主画素ユニットは少なくとも主画素電極を含み、前記副画素ユニットは少なくとも
副画素電極と第２薄膜トランジスタを含み、前記第２薄膜トランジスタのドレイン電極は
アンテナを介して前記副画素電極に接続され、前記アンテナは前記主画素電極を跨り、
　前記副画素ユニットは輝点欠陥を有するため、黒点に修復され、該修復方法は、
　レーザー切断の方式により、前記第２薄膜トランジスタのドレイン電極と前記アンテナ
の接続部を切断して絶縁させ、将前記アンテナと前記副画素電極の接続部を切断して絶縁
させ、前記電荷シェアユニットと前記主画素ユニット及び副画素ユニットの接続部をいず
れも切断して絶縁させるステップと、
　レーザー溶接の方式により、前記アンテナを前記主画素電極に電気的に接続させ、前記
副画素電極を前記共通電極配線に電気的に接続させるステップと、を含む、
　ことを特徴とする液晶パネルの輝点修復方法。
【請求項８】
　レーザーで修復線を溶接する方式により、前記アンテナを前記主画素電極に電気的に接
続させ、前記副画素電極を前記共通電極配線に電気的に接続させる、
　ことを特徴とする請求項７に記載の液晶パネルの輝点修復方法。
【請求項９】
　前記電荷シェアユニットは第３薄膜トランジスタを含み、レーザー切断の方式により、
前記第３薄膜トランジスタのドレイン電極と前記副画素電極の接続部を切断して絶縁させ
、前記第３薄膜トランジスタのソース電極及び前記主画素電極と前記共通電極配線との間
の接続部をいずれも切断して絶縁させる、
　ことを特徴とする請求項７に記載の液晶パネルの輝点修復方法。
【請求項１０】
　前記主画素ユニットは、さらに、第１薄膜トランジスタを含み、該第１薄膜トランジス
タのゲート電極は前記第１走査線に電気的に接続され、ソース電極は前記データケーブル
に電気的に接続され、ドレイン電極は前記主画素電極に電気的に接続されている、
　ことを特徴とする請求項７に記載の液晶パネルの輝点修復方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶ディスプレイ技術分野に関し、特に液晶パネルの輝点修復方法及び輝点
修復後の液晶パネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ，ＬＣＤ）は、平
面超薄型表示装置であり、一定の数のカラー又は白黒の画素で構成され、光源又は反射面
の前方に配置されている。液晶ディスプレイの消費電力が低く、画質が高く、体積が小さ
く、重量が軽いという特徴を有するため、人気があり、ディスプレイの主流となる。現在
、液晶ディスプレイは薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ，
ＴＦＴ）液晶ディスプレイを主とし、液晶パネルは液晶ディスプレイの主な部材である。
【０００３】
　液晶パネルは、一般的には、薄膜トランジスタアレイ基板、カラーフィルタ基板及び液
晶層で構成されている。そのうち、薄膜トランジスタアレイ基板においてアレイの形式で
複数の画素ユニット（Ｐｉｘｅｌ）が配置され、各画素ユニットは少なくとも薄膜トラン
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ジスタ及び薄膜トランジスタに対応して配置された画素電極（Ｐｉｘｅｌ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｏｄｅ）を含む。薄膜トランジスタは画素ユニットの作動を起動するスイッチ素子として
、走査線（Ｓｃａｎ　Ｌｉｎｅ）及びデータケーブル（Ｄａｔａ　Ｌｉｎｅ）に接続され
、走査信号の駆動において、データ信号の電圧を対応する画素電極に印加し、それにより
画像情報の表示を実現する。また、画素電極の一部領域は走査線又は基板の共通電極配線
（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｌｉｎｅ）を覆い、重なる部分は蓄電容量Ｃｓｔとして、画素電極のデ
ータ信号の電圧を安定的に印加することに用いられ、それにより画面の表示品質を保証す
る。
【０００４】
　現在、大視野の表示品質を向上させるために、斜視野と正視野のカラー一貫性が高いの
で、液晶パネルの画素構造は、一般的には、電荷シェア型と呼ばれる画素構造（ｃｈａｒ
ｇｅ－ｓｈａｒｅ　ｐｉｘｅｌ）を用いる。図１は、従来の電荷シェア型画素構造の構成
図を示す。図１に示すように、電荷シェア技術を用いるため、該画素構造は主画素ユニッ
ト及び副画素ユニットを含み、さらに電荷シェアユニットを含む。そのうち、主画素ユニ
ットは主画素電極Ｐ１と第１薄膜トランジスタＴ１を含み、該第１薄膜トランジスタＴ１
のゲート電極は第１走査線Ｓ１に電気的に接続され、ソース電極はデータケーブルＤに電
気的に接続され、ドレイン電極は前記主画素電極Ｐ１に電気的に接続され、副画素ユニッ
トは副画素電極Ｐ２と第２薄膜トランジスタＴ２を含み、該第２薄膜トランジスタＴ２の
ゲート電極は第１走査線Ｓ１に電気的に接続され、ソース電極はデータケーブルＤに電気
的に接続され、ドレイン電極はアンテナＬを介して副画素電極Ｐ２に電気的に接続され、
前記アンテナＬは前記主画素電極Ｐ１を跨り、電荷シェアユニットは第３薄膜トランジス
タＴ３を含み、該第３薄膜トランジスタＴ３のゲート電極は第２走査線Ｓ２を電気的に接
続され、ドレイン電極は副画素電極Ｐ２に電気的に接続され、ソース電極と主画素電極Ｐ
１との間は第１電荷容量Ｃｃｓ１を形成し、同時にソース電極と対応する共通電極配線Ｃ
ＯＭとの間はさらに第２電荷容量Ｃｃｓ２を形成する。該電荷シェア型画素構造の等価回
路図は図２に示すとおりである。そのうち、Ｃｇｓ１は主画素ユニットの寄生容量であり
、Ｃｓｔ１は主画素ユニットの蓄電容量であり、Ｃｌｃ１は主画素ユニットの液晶容量で
あり、Ｃｇｓ２は副画素ユニットの寄生容量であり、Ｃｓｔ２は副画素ユニットの蓄電容
量であり、Ｃｌｃ２は副画素ユニットの液晶容量である。
【０００５】
　電荷シェア技術の基本的な原理は、先に第１走査線Ｓ１から走査信号を送信する時、第
１薄膜トランジスタＴ１と第２薄膜トランジスタＴ２のドレイン電極及びソース電極がオ
ンし、主画素電極Ｐ１と副画素電極Ｐ２の電圧をデータケーブルＤから送信されたデータ
信号の作用において同じ電位に達し、続いて第２走査線Ｓ２から走査信号を送信する時、
第１薄膜トランジスタＴ１と第２薄膜トランジスタＴ２のドレイン電極及びソース電極が
オフし、同時に第３薄膜トランジスタＴ３のドレイン電極及びソース電極がオンし、よっ
て副画素電極Ｐ２における電荷は第２電荷容量Ｃｃｓ２を介して共通電極配線ＣＯＭへ移
転し、副画素電極Ｐ２の電圧と主画素電極Ｐ１の電圧に電圧差を発生させ、さらに副画素
ユニットの液晶と主画素ユニットの液晶を異なる偏向角で偏向させ、マルチドメインによ
って大視野角の色偏向を補償するという技術效果を達成することである。
【０００６】
　液晶パネルの製造過程において、製造プロセス及び運転を含み、この過程において多く
の粒子状物質（ｐａｒｔｉｃｌｅ）が生成し、これらの粒子状物質は一部が洗浄機に洗浄
され、一部の粒子状物質が液晶パネル（Ａｒｒａｙ　ｓｉｄｅ　ｏｒ　ＣＦ　ｓｉｄｅ，
アレイ基板又はカラーフィルム基板）に残され、これらの液晶パネルに残された粒子状物
質は、液晶パネルの点灯時の輝点、明（暗）線、断片化輝点及び弱い明（暗）線等の発生
を引き起こし、これらの影響はいずれも液晶パネルで発生することが許可されない。その
ため、ＹＡＧ　ｌａｓｅｒ（イットリウムアルミニウムガーネットレーザー）で液晶パネ
ルを修復し、粒子状物質を除去し、又は輝点を黒点に修復する。液晶パネルの品質及び人
間の目の感覚を保証するために、輝点の存在は絶対に許可されず、そのため、輝点を黒点
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に修復する必要がある。
【０００７】
　図１に示す電荷シェア型の画素構造に対して、輝点が副画素ユニットに現れる場合、従
来の副画素ユニットの輝点を黒点に修復する方法は、図３の概略図を参照すると、先に第
２薄膜トランジスタＴ２のドレイン電極とアンテナＬとの接続部を切断し、且つ第３薄膜
トランジスタＴ３のドレイン電極とソース電極の接線を切断し（図３におけるｘに示す）
、続いて副画素電極Ｐ２と共通電極配線ＣＯＭを溶接して短絡させ（図３におけるＬ０に
示す）、それにより欠陥を有する副画素ユニットを常に暗い状態に修復し、液晶パネルの
良率を向上させることである。該方法において、修復後の副画素ユニットにおけるアンテ
ナＬは共通電極配線ＣＯＭに相当する電位を有し、且つアンテナＬは前記主画素電極Ｐ１
を跨るため、主画素ユニットの蓄電容量Ｃｓｔ１を増加させる。
【０００８】
　画素ユニットにおいて、薄膜トランジスタはオンとオフの繰り返しを続けた後、フィー
ドスルー（ｆｅｅｄ　ｔｈｒｏｕｇｈ）電圧△Ｖを生成する。上記画素構造に具体化した
主画素ユニットにとって、フィードスルー電圧

となり、そのうち、Ｖｇｈは第１薄膜トランジスタＴ１のオン電圧であり、Ｖｇｌは第１
薄膜トランジスタＴ１のオフ電圧である。図４は画素ユニットの受信する電圧信号の波形
図であり、図中、Ｖｄはデータ信号駆動電圧の波形を表し、Ｖｇは走査信号駆動電圧の波
形を表し、Ｖｐは画素電極の受信する実際電圧信号の波形を表し、Ｖｃｏｍは共通電圧信
号である。図４に示すように、フィードスルー電圧△Ｖが存在するため、データ信号駆動
電圧Ｖｄの正半周期であってもよく負半周期であってもよく、画素電極の充電完了後の電
圧Ｖｐはいずれも駆動電圧Ｖｄより小さく、その差はちょうど△Ｖであり、且つ、正半周
期内のＶｐ及びＶｃｏｍの差と負半周期内のＶｐ及びＶｃｏｍの差との絶対値が等しい。
そのため、主画素ユニットにとって、蓄電容量Ｃｓｔ１が増加する時、前記△Ｖの計算式
から△Ｖが小さくなると分かり、共通電圧Ｖｃｏｍが変化しない場合では、データ信号駆
動電圧Ｖｄの正半周期において、ＶｐとＶｃｏｍとの差が増加し（表示画面が暗いが、周
波数が速いため、暗い状態は知覚されにくい）、データ信号駆動電圧Ｖｄの負半周期にお
いて、ＶｐとＶｃｏｍとの差が減少する（表示画面が明るい）。最終的には、表示全体に
おいて微細な輝点と感じられる。そのため、副画素ユニットを修復した後、主画素ユニッ
トの蓄電容量Ｃｓｔ１に対する影響をできる限り回避するべきである。
【発明の概要】
【０００９】
　従来技術に存在する不足に鑑み、本発明は液晶パネルの輝点修復方法及び輝点修復後の
液晶パネルを提供し、電荷シェア型画素構造の副画素ユニットに対して輝点修復を行った
後、主画素ユニットの蓄電容量を変更せず、主画素ユニットのフィードスルー（ｆｅｅｄ
　ｔｈｒｏｕｇｈ）電圧に与える影響を回避し、液晶パネルの表示品質を保証する。
【００１０】
　上記目的を実現するために、本発明は以下の技術的解決手段を用いる。
【００１１】
　輝点修復後の液晶パネルであって、該液晶パネルは、輝点修復後の画素構造を少なくと
も含むアレイ基板を含み、該画素構造は、
　データケーブルと、
　第１走査線及び第２走査線と、
　共通電極配線と、
　前記第１走査線の走査信号の駆動においてそれぞれデータケーブルにおけるデータ信号
を受信して同じ電圧を有するように配置された主画素ユニット及び副画素ユニットと、
　前記第２走査線の走査信号の駆動において前記副画素ユニットの電圧を変更し、前記主
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画素ユニットの電圧と差異を発生させるように配置された電荷シェアユニットと、を含み
、
　前記主画素ユニットは少なくとも主画素電極を含み、前記副画素ユニットは少なくとも
副画素電極と第２薄膜トランジスタを含み、前記第２薄膜トランジスタのドレイン電極は
アンテナを介して前記副画素電極に接続され、前記アンテナは前記主画素電極を跨り、
　前記副画素ユニットは輝点欠陥を有するため、黒点に修復された画素ユニットであり、
黒点に修復された後の前記副画素ユニットにおいて、前記第２薄膜トランジスタのドレイ
ン電極と前記アンテナは切断接続状態にあり、前記アンテナと前記副画素電極は切断接続
状態にあり、前記アンテナは前記主画素電極に電気的に接続され、前記副画素電極は前記
共通電極配線に電気的に接続され、且つ前記電荷シェアユニット及び前記主画素ユニット
と前記副画素ユニットはいずれも切断接続状態にある。
【００１２】
　前記切断接続状態は切断の方式により２つの部材を互いに絶縁させる。
【００１３】
　前記アンテナは第１修復線を介して前記主画素電極に電気的に接続され、前記副画素電
極は第２修復線を介して前記共通電極配線に電気的に接続されている。
【００１４】
　前記主画素ユニットは、さらに、第１薄膜トランジスタを含み、該第１薄膜トランジス
タのゲート電極は前記第１走査線に電気的に接続され、ソース電極は前記データケーブル
に電気的に接続され、ドレイン電極は前記主画素電極に電気的に接続されている。
【００１５】
　前記第２薄膜トランジスタのゲート電極は前記第１走査線に電気的に接続され、ソース
電極は前記データケーブルに電気的に接続されている。
【００１６】
　前記電荷シェアユニットは第３薄膜トランジスタを含み、前記副画素ユニットを黒点に
修復した後、前記第３薄膜トランジスタのドレイン電極と前記副画素電極は切断接続状態
にあり、且つ前記第３薄膜トランジスタのソース電極及び前記主画素電極と前記共通電極
配線との間はいずれも切断接続状態にある。
【００１７】
　前述した液晶パネルの輝点修復方法は、レーザー切断の方式により、前記第２薄膜トラ
ンジスタのドレイン電極と前記アンテナの接続部を切断して絶縁させ、前記アンテナと前
記副画素電極の接続部を切断して絶縁させ、前記電荷シェアユニットと前記主画素ユニッ
ト及び副画素ユニットの接続部をいずれも切断して絶縁させるステップと、レーザー溶接
の方式により、前記アンテナを前記主画素電極に電気的に接続させ、前記副画素電極を前
記共通電極配線に電気的に接続させるステップと、を含む。
【００１８】
　レーザーで修復線を溶接する方式により、前記アンテナを前記主画素電極に電気的に接
続させ、前記副画素電極を前記共通電極配線に電気的に接続させる。
【００１９】
　従来技術に比べると、本発明の実施例により提供された液晶パネルの輝点修復方法は、
電荷シェア型画素構造の副画素ユニットに対して輝点修復を行う時、主画素電極を跨るア
ンテナの両端をいずれも切断して絶縁させ、且つアンテナを主画素電極に電気的に接続さ
せる。該方法により修復された後の液晶パネルにおいて、アンテナと主画素電極との間は
蓄電容量を生成することなく、主画素ユニットの蓄電容量を増加させず、主画素ユニット
のフィードスルー（ｆｅｅｄ　ｔｈｒｏｕｇｈ）電圧に与える影響を回避し、液晶パネル
の表示品質を保証する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】電荷シェア型画素構造の構成図である。
【図２】図１に示す電荷シェア型画素構造の等価回路図である。
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【図３】従来技術において副画素ユニットに対して輝点修復を行う図である。
【図４】画素ユニットが電圧信号を受信する波形図である。
【図５】本発明の実施例において副画素ユニットに対して輝点修復を行う図である。
【図６】本発明の実施例において副画素ユニットに対して輝点修復を行った後の等価回路
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の目的、技術的解決手段及び技術的効果をさらに説明するために、以下、従来技
術における大寸法液晶パネルの薄膜トランジスタアレイ基板に用いられる２Ｇ１Ｄ画素構
造（画素構造において、画素ユニットは２本の走査線及び１本のデータケーブルに電気的
に接続されている）の構成図及び等価回路図を参照しながら、本発明により提供された修
復方法の動作原理及び実施形態及び従来技術より優れる技術的効果を詳細に説明する。説
明すべきことは、本発明が２Ｇ１Ｄ画素構造に対して説明するが、これらに限定されるも
のではない。異なるメーカーの設計する画素ユニットはその構造も異なり、様々な変形が
あり、例えば、また、１Ｇ２Ｄ画素構造（画素構造において、画素ユニットは１本の走査
線及び２本のデータケーブルに電気的に接続されている）が存在し、そのため、いかなる
当業者は、本発明により開示された精神から逸脱することなく、技術的解決手段の実施形
態及び詳細において行われたいかなる修正や変更はいずれも本発明の保護を求める範囲内
に含まれる。
【００２２】
　本実施例の提供する液晶パネルは薄膜トランジスタアレイ基板を含み、前記アレイ基板
におけるアレイは複数の電荷シェア型画素構造が設置されている。図１に示す電荷シェア
型画素構造の構成図及び図２に示す該画素構造の等価回路図を参照する。該画素構造はデ
ータケーブルＤ、第１走査線Ｓ１、第２走査線Ｓ２、共通電極配線ＣＯＭ、主画素ユニッ
ト、副画素ユニット及び電荷シェアユニットを含む。
【００２３】
　そのうち、主画素ユニットと副画素ユニットは前記第１走査線Ｓ１の走査信号の駆動に
おいてそれぞれデータケーブルＤにおけるデータ信号を受信して同じ電圧を有するように
配置されている。具体的には、主画素ユニットは主画素電極Ｐ１と第１薄膜トランジスタ
Ｔ１を含み、該第１薄膜トランジスタＴ１のゲート電極は第１走査線Ｓ１に電気的に接続
され、ソース電極はデータケーブルＤに電気的に接続され、ドレイン電極は前記主画素電
極Ｐ１に電気的に接続されている。副画素ユニットは副画素電極Ｐ２と第２薄膜トランジ
スタＴ２を含み、該第２薄膜トランジスタＴ２のゲート電極は第１走査線Ｓ１に電気的に
接続され、ソース電極はデータケーブルＤに電気的に接続され、ドレイン電極はアンテナ
Ｌを介して副画素電極Ｐ２に電気的に接続され、前記アンテナＬは前記主画素電極Ｐ１を
跨る。
【００２４】
　そのうち、電荷シェアユニットは前記第２走査線Ｓ２の走査信号の駆動において前記副
画素ユニットの電圧を変更し、前記主画素ユニットの電圧と差異を発生させるように配置
されている。具体的には、電荷シェアユニットは第３薄膜トランジスタＴ３を含み、該第
３薄膜トランジスタＴ３のゲート電極は第２走査線Ｓ２に電気的に接続され、ドレイン電
極は副画素電極Ｐ２に電気的に接続され、ソース電極と主画素電極Ｐ１との間は第１電荷
容量Ｃｃｓ１がカップリングするように形成され、同時にソース電極と対応する共通電極
配線ＣＯＭとの間はさらに第２電荷容量Ｃｃｓ２がカップリングするように形成されてい
る。
【００２５】
　そのうち、図２の等価回路図において、Ｃｇｓ１は主画素ユニットの寄生容量であり、
Ｃｓｔ１は主画素ユニットの蓄電容量であり、Ｃｌｃ１は主画素ユニットの液晶容量であ
り、Ｃｇｓ２は副画素ユニットの寄生容量であり、Ｃｓｔ２は副画素ユニットの蓄電容量
であり、Ｃｌｃ２は副画素ユニットの液晶容量である。
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【００２６】
　背景技術において説明されるとおり、液晶パネルの製造過程において、製造プロセス及
び運転を含み、この過程において多くの粒子状物質（ｐａｒｔｉｃｌｅ）が生成し、これ
らの粒子状物質は一部が洗浄機に洗浄され、一部の粒子状物質が液晶パネル（Ａｒｒａｙ
　ｓｉｄｅ　ｏｒ　ＣＦ　ｓｉｄｅ，アレイ基板又はカラーフィルム基板）に残され、こ
れらの液晶パネルに残された粒子状物質は、液晶パネルの点灯時の輝点、明（暗）線、断
片化輝点及び弱い明（暗）線等の発生を引き起こす。
【００２７】
　粒子状物質が上記構造の電荷シェア型画素構造の副画素ユニットに現れる時、本発明の
実施例は以下の輝点修復方法を提供する。
【００２８】
　図５に示す画素構造の構成図及び図６に示す該画素構造の等価回路図を参照する。該方
法は具体的には以下のステップを含む。
【００２９】
　一、レーザー切断の方式により、前記第２薄膜トランジスタＴ２のドレイン電極と前記
アンテナＬとの接続部を切断して絶縁させ（図面において、ｘで標識する）、前記アンテ
ナＬと前記副画素電極Ｐ２との接続部を切断して絶縁させる（図面において、ｘで標識す
る）。
【００３０】
　二、レーザー切断の方式により、第３薄膜トランジスタＴ３のドレイン電極とソース電
極との接続部を切断して絶縁させ（図面において、ｘで標識する）、よって第３薄膜トラ
ンジスタＴ３のドレイン電極と前記副画素電極Ｐ２が切断接続状態にあり、且つ第３薄膜
トランジスタＴ３のソース電極及び前記主画素電極Ｐ１と前記共通電極配線ＣＯＭとの間
はいずれも切断接続状態にある。
【００３１】
　三、レーザー溶接の方式により、第１修復線Ｌ１を介して前記アンテナＬを前記主画素
電極Ｐ１に電気的に接続させる。
【００３２】
　四、レーザー溶接の方式により、第２修復線Ｌ２を介して前記副画素電極Ｐ２を前記共
通電極配線ＣＯＭに電気的に接続させる。
【００３３】
　上記方法によって、最終的には、輝点修復後の液晶パネルを得る。該液晶パネルの複数
の画素構造において、少なくとも１つの画素構造が上記輝点修復方法により修復された後
の画素構造を用いる。また、修復後の画素ユニットは黒点が形成されるが、黒点の数も一
定の規則があり、黒点の数が多過ぎる場合では、液晶パネルのレベルを降下させ、さらに
廃棄される場合もある。
【００３４】
　前述したように、従来技術に比べると、本発明の実施例により提供された液晶パネルの
輝点修復方法は、電荷シェア型画素構造の副画素ユニットに対して輝点修復を行う時、主
画素電極を跨るアンテナの両端を切断して絶縁させ、且つアンテナを主画素電極に電気的
に接続させる。該方法により修復された後の液晶パネルにおいて、アンテナと主画素電極
との間は蓄電容量を形成せず、主画素ユニットの蓄電容量を増加させず、主画素ユニット
のフィードスルー（ｆｅｅｄ　ｔｈｒｏｕｇｈ）電圧に与える影響を回避し、液晶パネル
の表示品質を保証する。
【００３５】
　説明すべきことは、本明細書において、第１と第２等のような関係用語は、１つの実体
又は操作と別の実体又は操作を区別するためのものに過ぎず、これらの実体又は操作の間
にいかなる実際の関係や順位が存在することが要求し、示唆するとは限らない。且つ、用
語“含み”、“含む”又はそのいかなる変形は非排他的含有を網羅し、それにより一連の
要素を含む過程、方法、品物又は設備はそれらの要素を含むだけでなく、さらに明らかに
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列挙されていないその他の要素を含み、又は、さらにこのような過程、方法、品物又は設
備に固有する要素を含む。より多くの制限がない場合、文句「１つの……を含む」に限定
された要素は、前記要素を含む過程、方法、品物又は設備にさらに別の同じ要素が存在す
ることが排除されない。
【００３６】
　以上の記述は、本願の具体的な実施形態に過ぎず、指摘すべきことは、当業者であれば
、本願の原理から逸脱しない前提において、さらに、様々な改善や修飾を行うことができ
、これらの改善や修飾も本願の保護範囲と見なすべきである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】
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摘要(译)

要解决的问题：在修复亮点后公开液晶面板和亮点修复方法。 A中的液
晶面板包括至少包括具有亮点修复后的像素结构的阵列基板，像素结构
被布置成具有相同的电压施加到每个在第一扫描线的驱动接收到的数据
信号并且，电荷共享单元被布置为在驱动第二扫描线时改变子像素单元
的电压以产生与主像素单元的电压的差，的子像素单元是正在修理黑点
之后具有一个亮点缺陷，在子像素单元的像素单元，所述漏电极和薄膜
晶体管的天线处于断开连接状态下，天线以及用于切割连接状态的子像
素电极天线电连接到主像素电极，子像素电极电连接到公共电极布线，
电荷共享单元和都处于断开连接状态的像素单元的子像素单元。
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